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1. 研究背景：我々は、1.5 μm 帯光源が利用可能なテラヘルツ波発生検出用光伝導アンテナ (PCA) 

用新規材料として Bi系 III-V 族半導体混晶に着目している。本研究では、PCA に必要とされる高

抵抗、高移動度、短キャリア寿命の 3 つの特性を持つ半導体として知られる低温成長 GaAs に倣

い、低温で成長した GaAs1-xBixの結晶性および光学特性を一部明らかにしたため報告する。 

2. 実験方法：本研究で使用した GaAs1-xBixは、分子線エピタキシー法を用いて半絶縁性 GaAs(001) 

基板上に 250 ̊ Cで成長した。フラックス比は As4/Ga = 10、Bi/Ga = 0.081に設定した。基礎特性は、

X 線回折 (XRD) 、光吸収およびフォトルミネッセンス (PL) を用いて測定した。 

3. 結果及び考察：成長した試料の XRD スペクトルを図 1 に示す。GaAs 基板由来のピークの近

傍に、GaAs1-xBix由来と考えられる干渉フリンジを有した回折ピークが確認できる。250 ̊ Cという

低温成長であっても、電子面間隔が均一で基板との界面が平坦な GaAs1-xBix が得られることが明

らかになった。先行研究[1]より、GaAs1-xBixの Bi組成

xは、GaAsと GaAs1-xBixの回折角度の差を Δ2θとする

と x (%) = 6.93×Δ2θで表されることが示されており、

この式から x = 3.1 %と求まった。300 ˚C 以下の低温成

長の場合、結晶内にアンチサイト Asが取り込まれ、そ

の影響により結晶格子が歪んでいる可能性がある[2]

ため、より正確な Bi組成の算出方法については今後の

検討課題である。GaAs1-xBixは Bi組成が 1 % 増加する

とバントギャップは 88 meV 減少することが報告され

ており[3]、これよりバンドギャップを算出すると約

1.16 eV となった。光吸収測定から求めたバンドギャッ

プは約 1.19 eV となり比較的近い値となった。当日は

光吸収・PL 両測定結果の詳細について報告する。 
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図 1 成長試料のXRDスペクトル. 
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